elektronische
Bauelemente

U 61000 DC

1-Megabitspeicherschaltkreis, dynamisch
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Kurzcharakteristik

"~ Dynamischer Schretb—-fLesespaicher

mit wahlfreiem Zugriff 3%
— Speicherorganisation: 1&*948 76 x
— Hohe Arbe:tsgeschwm gkeit, ;-- :
geringe Verlustiet :
— TTL- und CMOS
Ausgange
— Tristate-Ausga
— Betriebsspannu
— 512 Refreshzyklen
— Betriebs- und Refr
READ CYCLE
EARLY WRITE CYC
~ READ-WRITE CYC
FAST PAGE MODE |
FAST PAGE HEA
RAS ONLY REFRES
CAS BEFORE RAS R
HIDDEN HEFHESH i'
CAS BEFORE RAS Cl
- Gehause: 18polig DlP
TGL 26?13! )
Aufsetztechnik (SOJ
— Kompatibel zu internationale
Vergleichstypen, z. B. £
TC 511000 (Toshiba)
HYB 511000 (Siemens)




Hinweis:

Im Ubergangszeitraum kann als Gehause
auch ein 18poliges Keramik-DIP-Gehause
zum Einsatz kommen.

In diesem Fall lauten die Typenbezeichnungen

U 61000 CC12 und
U 61000 CC10.

Anderungen im Interesse des technischen Fortschritts vorbehalien,

—
AnschluBbelegung und Schaltzeichen
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Alilgemeines

Vorldufige technische Daten

Der dynamische 1-Megabit-Schreib-/ U 81000 DC12 U 61000 DCI0
Lese-Speicher U 61000 ist der erste Grundtyp Salektionstyp
Schaltkreistyp unserer Fertigung auf
Basis einer n-Wannen-CMOS-Technolo- RAS-Zugritfszeit 120 ns 100 ne
gie im Strukturniveau 1 pm. TAS-Zugritfszeit 45 ns 35 ns
Dieses Strukturniveau, die Anwendung FPM-Zugriffszait 60 ns 50 ns
von 4 Leitbahnebenan (2 x Polysilizium Zykluszeit 220 ns 190 ns
und j& 1% Molybdansilicid und Alumini- FPM-Zykiuszeit 70 ns 55 ns
um) sowie die Ein-Transistor-Speicher- Betriabsspannung 45 .55V
zelle erlauben eine sehr hohe Pak- Betriebsstrom max. 50 mA max. 60 mA
kungsdichte, 5o daB der Chip in kleine Ruhestrom bel CMOS-Pegel max. 1 mA
Standardgehiuse montiert werden bei TTL-Pegel max. 2 mA
kann. Betriebstemperatur 0...70°C
Der L 61000 besitzt die Organisation
1M x 1Bit und arbeitet im Fast Page
Made (FPM].
Eine Weiterentwickiung auf Basis des
gleichen Chips ist méglich
~<« B, Static Column Mode, Qrganisation
& K x 4 Bit). Der Schaltkreis U 61000
it vorwiegend fur den Einsatz in der Blockschaltbild
Aechen- und ric k und in '
el orbaseyatadeos 1 MdRAM U 61000
Technologische und entwurfsseitige
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